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MATERIALS AND INTERFACES

INTRODUGAO RESULTADOS E DISCUSSAO
A constante divulgacao de resultados promissores mostrando a aplicacao de a) | ~ _ )
| * o, v A obtencdo de SITIO; é

perovskitas em ceélulas solares tem resultado em crescente interesse da o
comunidade cientifica neste material. Embora o mineral perovskita seja |
estudado ha muitos anos, a pesquisa que envolve a sintese, caracterizacao e

favorecida quando se utiliza
nanoparticulas de TiO, na fase

aa.
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Intensidade (un. arb.)

aplicacdo deste material é relativamente recente e um campo a ser explorado. amorta (c);

Nesse trabalho, sdo estudadas as condicOes reacionais para a formacao de

perovskitas, buscando otimizar uma rota hidrotermal de sintese para o 150° v Em todas as rotas é possivel
controle de tamanho e estrutura cristalina, bem como os possiveis defeitos na T observar a fase cristalina ctbica
rede cristalina do material, que sao capazes de provocar alteracoes nas b) | do SrTiO,

propriedades opticas do material. e |

{ 1r # SrCO,
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v Evidencia-se a  conversao
parcial de Dioxido de Titanio —
anatase (a) e rutila (b) em
Titanato de Estroncio através
dos difratogramas e das
diferencas de morfologia das
particulas nas imagens de MET.

Defeitos substitucionais
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Microwaves
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Intensidade (un. arb.)

v O aumento da estabilidade e
energia de ligacbes das
diferentes fases causa uma
menor conversao do material.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 101
160°C ) A o
Sintese de TiO, D () s

< PR Y Figura 1: Difratogramas do Titanato de Estroncio sintetizado a
4%%%; partir de diferentes fases de TiO, e respectivas imagens de MET,
Ti(OBu)4 > NVAVAVZ
420 °C anatase Resultados — Dopagem por Vacancias de Oxigénio
H20 ¥
. T . 300 °C 400 °C 600 °C _
% am-TiOz v' Temperatura o Fase; v Material absorve luz na
‘ 3 regiao do visivel,
R ) promovendo saltos dos
— =UANY £ elétrons nas bandas de
conducao, importantes
rutila para aplicacbes em
) _ células  voltaicas e
Sintese de SrT|O3 . . , ) fotocatalise.
A sintese foi realizada através de reacbes hidrotermais, utilizando Figura 2: “band-gap” dos materiais dopados errfnérl%géeevr)\tes temperaturas (linha
nanoparticulas de TiO, amorfo, anatase e rutila. Como precursor de estrdncio colorida) em relacao ao mesmo do material nao dopado (finha preta).
foi utilizado Sr(OH),. Resultados — Producdo de H,
350
TiO2 - v" Aumento na producédo de H, de, pelo
Solimbriicos Sr(OH), T menos 3,5x, em relacdo a amostra
Y 2 0l nao-dopada.

v As vacancias provocam uma maior

N g 1
h.ctl‘eatgao I ;1;200 absorcdo no visivel, diminuicdo do
idroterma , , , m ) S - «
gl 2am-SrTiOs; A-SrTiOs e R-SrTiOs3 SI0F o hbgnd gap € ,m_alord pgggggao de
o 8 I X iIarogenio no maximo de .
160 °C, 12h 2 100 | N@0 dopado J _ _ .
S v" O material perde cristalinidades com o
50 aumento do numero de vacancias.
Dopagem por vacancias de oxigénio 0 :
300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
. . Figura 3: Producéao de Hidrogénio nas diferentes amostras
Para as vacancias de oxigénio, amostras de 500mg foram colocadas em uma dopadas em atmosfera de Argdnio em diferentes temperaturas.
barca de alumina e posicionadas no meio do tubo de quartzo dentro do forno
com fluxo constante de gas Argbnio. O processo de dopagem foi testado em &

temperaturas entre 300 — 1000 °C por 1 hora. Agradecimentos: UFRGS @cmpq
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